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【緒言】今まで、我々は浮遊ゲート型結晶シリコンチャネルとポリシリコンチャネル FinFETフラ

ッシュメモリの研究・開発を行い、短チャネル効果耐性とメモリ特性の面において、Tri-Gate (TG)

構造の方が Double-Gate (DG)構造より優れていることが分かってきた[1]。今回は、異なるゲート

材料を持つTG構造チャージトラップ型結晶シリコンチャネル FinFETフラッシュメモリを作製し、

その電気特性のゲート材料依存性を調べた。 

【実験及び結果】デバイス作製には、(110)SOI

ウエハを用い、Finチャネルは結晶異方性ウェト

エッチングで作製した。また、TG構造は Finチ

ャネル頂点部の SiO2ハードマスクを RIEで除去

して作製した。次に、PVD-TiN メタルゲートで

MONOS 型、n
+
-poly-Si ゲートで SONOS 型フラ

ッシュメモリを作製した。Fig. 1に、その作製し

たデバイスの断面 STEM 写真を示しており、ほ

ぼ同じサイズの Fin チャネルが形成されている

ことが分かる。Fig. 2に、同じゲート長 Lg = 103 

nm を持つセルトランジスタの書込・消去後の

Id-Vg特性を、Fig. 3 にメモリウィンドーの Lg依

存性を比較して示す。明らかに、メモリウィンド

ーはMONOSの方がSONOSより大きいことが分

かる。これは、TiN メタルゲートの仕事関数が

n
+
-poly-Si ゲートより大きいため、消去時の電子

逆注入が抑制された結果だと考えられる。 
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